Rezistivmi elementi sa jednim pristupom

2. Tunel dioda je vezana u kolo(slika 1.a.) poznatih parametara:

R=400Q, E=0,8V, u (t)=U,sinet, U, =ImV, f :2ﬁ=10kHz. 0.1)
V4
Karakteristika tunnel diode je data dijagramom na slici 2.b., odrediti:

a) polozaj mirne radne tacke [M (U, 1)1,
b) dinamicku otpornost tunnel diode u radnoj tacki ( Ry),

u
¢) pojacanje tunnel diode u rezimu malih signala (A=—),
u

g
d) ispitati lokalnu i globalnu pasivnost tunnel diode.

It

5+ A=(0,1v,1,25mA);

] + 4+ B=(0,4V,0,5mA); C
e T 31 C=(0,8V,3,5mA);
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3. Dat je nelinearan rezistivan element sa jednim pristupom, kao na slici 3.a., ¢ija je karakteristika prikazana na slici 3.b.
Odrediti u-i karakteristiku rezistivnih mreza kao na slici 3.c., gde su R; i R, linearni vremenski nepromenjivi, pasivni
otpornici, i ispitati da li je posmatrana mreza i-kontrolisana.

Slika 3.c.



